
金屬誘發結晶對多孔矽/n-Si異質接面的影響

徐培淵、黃俊達 ; 姚品全

E-mail: 9805474@mail.dyu.edu.tw

摘 要

本實驗利用電化學陽極化蝕刻法(electrochemical anodization method)的方式在室溫下成長多孔矽(porous silicon; PS)薄膜來形

成PS/n-Si的結構，並研究在低溫(550 )℃採用不同濃度硝酸鎳(Nickel Nitrate)溶液來誘發結晶多孔矽。製造Au/PS/n-Si

與Al/PS/n-Si的元件結構來探討金屬誘發結晶對多孔矽的影響。我們發現此方法可降低相當大的漏電流，這是因為矽基板

在以氫氟酸(HF)蝕刻形成多孔矽時，多孔矽的表面必然有許多斷鍵(懸浮鍵)存在，這些斷鍵會形成缺陷中心，進而造成相

當大的漏電流。 在實驗中我們利用液相金屬誘發結晶(SMIC)的方法在多孔矽結構上，發現Au/PS/n-Si的結構可將暗電流降

低219倍，光暗電流比達到1052倍，且改善殘餘金屬污染的問題。
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